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近年発見された鉄系超伝導体は超伝導転移温度 Tcの高さから超伝導接合などの応用が期待され

ている。我々はこれまでに分子線エピタキシー法により、鉄系超伝導体 NdFeAs(O,F)薄膜作製を

世界に先駆けて成功させている[1]。ただし、これまでは母相薄膜成長後 NdOF を積層することで

フッ素ドープを行っていた。この手法では最上層が NdOF であることにより、例えば積層型超伝

導接合が作製できないなど応用への制限があった。広い応用を実現するには、最表面まで超伝導

である薄膜を as-grown で得ることが理想的である。このようなワンステップ LnFeAs(O,F) (Ln=Sm)

成長は、フッ素源として FeF2を用いることにより東京農工大のグループがごく最近成功させてい

る[2]。今回、我々はそれとは異なる手法により、Fig.1, Fig. 2 に示す高い超伝導転移温度(Tc=50 K)

を持つ単相 NdFeAs(O,F)超伝導薄膜の作製に成功した。原料には NdF3, Fe, As, Ga, O2ガスを用いた。

フッ素源として NdF3を用い、余分なフッ素は Fゲッターである Gaで調整した。従来、この方法

で F ドープした NdFeAs(O,F)薄膜の成長が困難であった原因は、るつぼの選択にあることが今回

判明した。従来は Feのるつぼとして PBNを用いていたが、これらが反応し窒素が発生していた。

この窒素が NdFeAs(O,F)原料のマイグレーションを阻害していたと考えられる。るつぼをアルミ

ナに変更することで窒素発生は抑制され、成長温度、原料供給量を最適化することにより、上記

の超伝導薄膜を得ることに成功した。さらに、この試料の表面観察を行ったところ、NdFeAs(O,F)

の c軸長に相当する高低差約 0.9 nmのステップ構造が見られ、理想的な二次元成長をしているこ

とが示唆された。したがって、今後の積層型接合などへの応用が期待できる。 
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Fig. 1. XRD pattern of an as-grown NdFeAs(O,F) thin film. Fig. 2. Temperature dependence of 

resistivity of the film shown in Fig. 1. 
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